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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Uberspannungsschutzschaltung, insbesondere fur Eingange integrierter Schaltungen 

® Diese Erfindung betrifft eine Uberspannungsschutz- 
schaltung, die sich insbesondere bei der Uberwachung 
und zum Schutz einer Diagnoseschnittstelle nach SAE J 
1708 anwenden lafct. Einer gemeinsamen Uberspan- 
nungserkennungsvorrichtung (1), die eine Abschaltwel- 
lenspannung erzeugt, werden mit Hilfe einer Diodenkom- 
bination <D1, D2) die Eingangssignale (U e1 , U e2 ) zyyeier 
Eingangsleitungen zugefuhrt. Beim Auftreten eines Uber- 
spannungszustandes wenigstens einer der Eingangs- 
spannungen (U e1f U e2 ) aktiviert die Uberspannungser- 
kennungsvorrichtung (1) je einen in Reihe in der jeweili- 
gen Eingangsleitung liegenden MOS-Feldeffekttransistor 
(T2 und T3), so dafc dann eine hochohmige Unterbre- 
chung der Eingangssignalleitungen, die ausgangsseitig 
mit einer integrierten Schnittstellenschaltung verbunden 
sind, erreicht ist. Im Normalfall, d. h. wenn keine Qber- 
spannungssituation vorliegt, stellen die beiden MOS- 
Feldeffekttransistoren (T2,T3) eine niederohmige, d. h. im 
[ wesentlichen verlustfreie Leitung von Eingangssignalen 
in beiden Richtungen her. 
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Beschreibung 



Diese Erfindung betrifft eine Uberspannungsschutzschal- 
tung, insbesondere fiir Eingange integrierter Schaltungen 
und weist eine Uberspannungserkennungsvorrichtung, die 
eine positive Uberspannungsbedingung an mindestens einer 
Eingangsleitung erkennt und eine von der Uberspannungs- 
erkennungsvorrichtung aktivierte Schaltvorrichtung auf, die 
im aktivierten Zustand die Eingangsleitung unterbricht. 

Derartige Uberspannungsschutzschaltungen sind beson- 
ders im Bereich der Nachrichtenubertragung und in der 
Hochspannungstechnik ublich. Zum Schutz von Eingangs- 
leitungen integrierter Schaltungen, beispielsweise von SAE- 
Diagnoseeingangen an Steuergeraten in Kraftfahrzeugen 
sind bislang Klemmschaltungen ublich, die im Betrieb die 
Eingangssignale belasten und die entstehende Verlustlei- 
stung iiber Widerstande in Warme umsetzen, z. B. in Zener- 
dioden. 

Da in einem Kraftfahrzeug die zu einer Diagnoseschnitt- 
stelle fuhrenden Diagnoseleitungen in Kabelbaumen verlegt 
sind, konnen unter Umstanden Kurzschlusse zwischen die- 
sen Leitungen durch Aufscheuern oder Ahnliches auftreten, 
die zum Ausfall von Schaltungsteilen oder zu Fehlerfallen 
fuhren konnen. Dabei kann es vorkommen, daB z. B. eine 
Diagnoseleitung mit einer Masseleitung oder mit einer die 
Batteriespannung +Ubat fuhrenden Leitung kurzgeschlos- 
sen wird. KurzschluB nach Masse stellt fur die integrierte 
Eingangsschaltung eines Kraftfahrzeugsteuergerats kein 
Problem dar, wohingegen der KurzschluB zur Batteriespan- 
nung +Ubat wenigstens in 24 V-Bordnetzen dazu fuhrt, daB 
der zulassige Eingangsbereich des SAE-Diagnoseschnitt- 
stellen IC's uberschritten wird, wodurch diese integrierte 
Schaltung unter Umstanden zerstort werden kann. 

Kurzfassung der Erfindung 

Es ist demnach Aufgabe der Erfindung, eine Uberspan- 
nungsschutzschaltung, insbesondere fur die Eingange inte- 
grierter Schaltungen, z. B. SAE-Diagnoseeingange an KFZ- 
Steuergeraten, anzugeben, die solche Eingange vor zu ho- 
hen Eingangsspannungen zuverlassig schutzen, die eine lei- 
stungslose Spannungsbegrenzung ohne Beeintrachtigung 
der Eingangssignale im Arbeitsbereich derselben durchfiih- 
ren kann und die nicht auf den Diagnosebus zuriickwirkt. 

Die obige Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch 
eine Uberspannungsschutzschaltung, insbesondere fur Ein- 
gange integrierter Schaltungen, mit 

einer Uberspannungserkennungsvorrichtung, die eine posi- 
tive Uberspannungsbedingung mindestens einer Eingangs- 
leitung erkennt, und 

einer von der Uberspannungserkennungsvorrichtung akti- 
vierten Schaltvorrichtung, die im aktivierten Zustand die 
Eingangsleitung unterbricht, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Uberspannungserkennungsvorrichtung einen Schwell- 
wertschalter aufweist, der aufgrund einer vorbestimmten 
Abschaltschwellenspannung die Schaltvorrichtung akti- 
viert, wenn das bzw. die Eingangssignal(e) diese Schwellen- 
spannung uberschreitet bzw. iiberschreiten, und 
die Schaltvorrichtung einen in Reihe mit der Eingangslei- 
tung verbundenen Analogsch alter aufweist, der, wenn er de- 
aktiviert ist, hochohmigen Zustand annimmt. 

Bevorzugt ist die Uberspannungsschutzschaltung zum 
Schutz gegen positive Uberspannungen ausgelegt, wobei 
die Abschaltschwellenspannung einen positiven Pegel hat. 
Dies ist bei einer ISO-/SAE-Diagnoseschnittstelle der Fall, 
bei der die Eingangssignale eines Schnittstellentreibers nur 
innerhalb der Grenzen -10 V-+15 V liegen diirfen, wobei 
die nominellen Eingangssignale eines sole hen integrierten 



Schnittstellentreibers zwischen 0-+5 V liegen sollen. 

Die angegebene erfindungsgemaBe Uberspannungs- 
schutzschaltung funktioniert im Prinzip wie ein uberspan- 
nungsgesteuertes Relais. Sobald an den Eingangsleitungen 

5 eine Spannung ansteht (Spitzenwert der Spannung), die die 
zulassigen Pegel der integrierten Eingangsschaltung uber- 
schreitet, erkennt die Uberspannungserkennungsvorrich- 
tung das Vorliegen einer Uberspannung und erzeugt ein die 
Schaltvorrichtung aktivierendes Signal, so daB die Schalt- 

10 vorrichtung wie ein seinen Kontakt offiiendes Relais die 
Eingangssignale abschaltet, d. h. vom Eingang der nachfol- 
genden integrierten Schaltung abtrennt. Dieser Zustand wird 
aufgehoben, sobald die Eingangsspannung der Uberspan- 
nungsschutzschaltung wieder unterhalb der Schwellenspan- 

15 nung liegt. 

Bevorzugt weist die Uberspannungserkennungsvorrich- 
tung der erfindungsgemaBen Uberspannungsschutzschal- 
tung zur Erzeugung der Schwellenspannung eine Zener- 
diode und als Schwellwertschalter einen dieser Zenerdiode 
20 nachgeschalteten Transistor auf. 

Vorteilhafterweise wird die Abschaltschwellenspannung 
vom Schwellwertschalter auf der Basis einer stabilisierten, 
von der Batteriespannung abgeleiteten Vergleichsspannung 
erzeugt. 

25 Der Analogschalter der Schaltvorrichtung der erfindungs- 
gemaBen Uberspannungsschutzschaltung weist bevorzugt 
einen Feldeffekttransistor auf, dessen Gate-AnschluB mit 
dem aktivierenden Ausgang des Schwellwertschalters, des- 
sen Drain-AnschluB direkt mit dem EingangsanschluB der 

30 Uberspannungsschutzschaltung und dessen Source-An- 
schluB direkt mit dem AusgangsanschluB derselben verbun- 
den sind. Zum Schutz des Feldeffekttransistors gegen zu 
hohe Gate-Source-Spannungen ist eine Schutzdiode zwi- 
schen dem Gate-Source- AnschluB des Feldeffekttransistors 

35 verbunden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist die erfindungs- 
gemaBe Uberspannungsschutzschaltung zur Uberwachung 
zweier Eingangsleitungen ausgelegt, die z. B. korrespondie- 
rende, differentielle Signale fuhren, und weist dazu zwei 

40 Feldefrekttransistoren als Analogschalter auf, deren Gate- 
Anschliisse jeweils vom aktivierenden Ausgang des ge- 
meinsamen Schwellwertschalters angesteuert werden, deren 
Drain-AnschluB jeweils direkt mit einem EingangsanschluB 
und deren Source-AnschluB jeweils direkt rnit einem Aus- 

45 gangsanschluB der Uberspannungsschutzschaltung verbun- 
den sind. Dazu ist der gemeinsamen Uberspannungserken- 
nungsvorrichtung eine die momentanen Spannungsspitzen- 
werte an den beiden Eingangsanschliissen kombinierende 
Verknupfungsschaltung vorgeschaltet. Diese Verknupfungs- 

50 schaltung weist bevorzugt zwei in Reihe zwischen den bei- 
den Eingangsleitungen verbundene gegenpolig geschaltete 
Dioden auf, die mit ihrem gemeinsamen Verbindungspunkt 
mit der Zenerdiode der Uberspannungserkennungsvorrich- 
tung verbunden sind. 

55 Die oben beschriebene erfindungsgemaBe Uberspan- 
nungsschutzschaltung ist einfach und kostengunstig und zu- 
sammen mit einer integrierten Eingangsschaltung einer 
SAE-Schnittstellenschaltung auf einem gemeinsamen Sub- 
strat implementierbar. Sie ermdglicht eine leistungslose Be- 

60 grenzung der Eingangssignale. Femer ist sie vorteilhafter- 
weise an verschiedene Abschaltpegel durch Anderung der 
Schaltungsdimensionierung anpaBbar. Die erfindungsge- 
maBe Uberspannungsschutzschaltung hat keine Riickwir- 
kung auf den Diagnosebus, der an der SAE-Diagnose- 

65 schnittstelle angeschlossen ist. Im Normalfall stellt die er- 
findungsgemaBe Uberspannungsschutzschaltung, d. h. de- 
ren Schaltvorrichtung eine niederohmige Verbindung zwi- 
schen ihrem Eingangs- und AusgangsanschluB her. Dagegen 



DE 197 28 783 A 1 



stellt die erfindungsgemaBe Uberspannungsschutzschal- 
tung, d. h. deren Schaltvorrichtung im Uberspannungsfall 
eine hochohmige Verbindung zwischen Eingang und Aus- 
gang der Schaltung her, so als ob die Eingangsleitungen ab- 
getrennt waren. Dabei enlstehen keine Ruckwirkungen der 
Uberspannungsschutzschaltung auf die auf der Eingangslei- 
tung liegenden Signale. 

Zusatzlich kann der Ausgang der Uberspannungserken- 
nungsvorrichtung fiir Uberwachungszwecke der Schnitt- 
stelle dienen. 

Nachstehend wird eine bevorzugte Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemaBen Uberspannungsschutzschaltung anhand 
der Zeichnung beschrieben. Die Zeichnungsfiguren zeigen 
im einzelnen: 

- Fig. 1 ein prinzipielies Schaltbild einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Uberspan- 
nungsschutzschaltung; 

- Fig. 2 in Form eines Oszillogramms ein Eingangs- 
und Ausgangssignaldiagramm und eine der Aktivie- 
rung der Schaltvorrichtung zugrundeliegende Ab- 
schaltschwellenspannung Ua im Normalfall, wenn 
keine Uberspannung auftritt; 

- Fig. 3 ebenfalls in Form eines Oszillogramms die- 
selben Signale in einem Zeitabschnitt, in dem die Ein- 
gangsspannung Ue eine leichte Uberspannung hat; und 

- Fig. 4 ebenfalls in Form eines Oszillogramms einen 
Zustand, in dem die Eingangsspannung Ue die Ab- 
schaltschwellenspannung erhebiich uberschreitet. 

In der nachfolgenden Beschreibung wird immer von einer 
beispielhaft zugrundegelegten SAE-Diagnoseschnittstelle 
SAE J 1708 ausgegangen. 

Die in Fig. 1 dargestellte bevorzugte Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaSen Uberspannungsschutzschaltung ist 
zur Uberwachung der Spannungen zweier Eingangsleitun- 
gen jeweils zwischen Eingangs- und Ausgangsanschliissen 
el-al und e2-a2 ausgelegt. Zunachst wird die links von der 
gestrichelten Linie gezeigte Uberspannungserkennungsvor- 
richtung i beschrieben. Die jeweils an einem Eingangsan- 
schluG el, e2 angelegten Eingangsspannungen U e i, U e 2 sind 
uber zwei gegenpolig mit ihren Kathodenanschlussen ver- 
bundene Dioden Dl, D2 an den KathodenanschluB einer 
Zenerdiode D3 gefiihrt, deren AnodenanschluB iiber eine 
eine Basisvorspannung erzeugende Widerstandskombina- 
tion Rl, R2 an den Basis anschluB eines Transistors Tl ge- 
fiihrt ist. Mit dieser Schaltungsanordnung wird der Transi- 
stor Tl bei Eingangsspannungen U e i, U e 2 > U A b = U D i + 
Ud3 + Ube odcr = Ud2 + Ud3 + Ube des Transistors Tl lei- 
tend geschaltet. Der Transistor ist emitterseitig an Masse ge- 
legt und kollektorseitig mit einer die Gate-Ansteuerspan- 
nung fur zwei Feldeffekttransistoren T2, T3 der Schaltvor- 
richtung 2 erzeugenden Kombination aus einem mit einer 
Batteriespannung U B at verbundenen Widerstand R3 in 
Kombination mit einer stabilisierenden weiteren Zenerdiode 
D4 verbunden. 

Die Gate-Ansteuerspannung, die von der Kombination 
R3, D4 erzeugt wird, muB immer urn ca. 2V groBer sein als 
die Spannung an den Source-Anschliissen der MOS -Feldef- 
fekttransistoren T2 und T3. Die Drain- Anschliisse der bei- 
den Feldeffekttransistoren T2, T3 der Schaltvorrichtung 2 
liegen jeweils an den Eingangsanschlussen el, e2 und die 
Source- Anschliisse jeweils an den Ausgangsanschliissen al, 
a2 der Uberspannungsschutzschaltung. Zwischen den Gate- 
und Source-Anschliissen der beiden MOS-Feldeffekttransi- 
storen T2, T3 sind jeweils Schutzdioden D5, D6 verbunden, 
die die Feldeffekttransistoren vor einer zu hohen Gate- 
Source-Spannung schutzen, falls die Source- Anschliisse der 



Feldeffekttransistoren nicht auf ein bestimmtes Potential 
festgebunden sind. Zu erwahnen ist noch, daB zwischen dem 
Verbindungspunkt des Widerstands R3 mit der Zenerdiode 
D4 und den Gateanschlussen der Transistoren T2, T3 je- 
5 weils ein Widerstand R4, R5 zur Gate-Vorspannungserzeu- 
gung eingeschaltet ist. 

Die in Fig. 1 gezeigte Schaltung funktioniert wie folgt: 
Im Normalfall, wenn weder an el noch an e2 eine Uberspan- 
nung auftritt, leiten die beiden MOS-Feldeffekttransistoren 

io T2 und T3 und stellen somit jeweils eine niederohmige Ver- 
bindung zwischen el-al einerseits und e2-a2 andererseits 
her. Fur alle Eingangsspannungen, die kleiner sind als Ud3 + 
Udi + U B e oder JJ D3 + U D 2 + Ube. wird Tl nichtleitend, so 
daB die MOS-Feldeffekttransistoren T2, T3 fur Signale in 

15 beiden Richtungen auf den beiden Eingangsleitungen einen 
niederohmigen Widerstand darstellen. 

Sobald an mindestens einem Eingang el, e2 eine Uber- 
spannung auftritt, d. h. U e i, U e2 > U D3 + Udl + U B e oder 
Ud3 + Ud2 + Ube» wird der Transistor Tl leitend und 

20 schlieBt die Gatespannung Ud4 kurz. Damit werden beide 
Feldeffekttransistoren T2, T3 in den Sperrzustand gebracht, 
die Ausgange al, a2 der Uberspannungsschutzschaltung 
hochohmig von den zugehorigen Eingangen el, e2 abge- 
trennt. Wichtig ist die Polaritat der MOS-Feldeffekttransi- 

25 storen T2, T3, so daB ihr Drain- AnschluB jeweils mit dem 
Eingang el, e2 und ihr Source- AnschluB mit dem Ausgang 
al, a2 verbunden ist, da die interne Inversdiode der MOS- 
Feldeffekttransistoren nur in der gezeigten Schaltungsweise 
die korrekte Funktion zulaBt. * * 

30 Das in Fig, 2 in Form eines Oszillogramms dargestellte 
Signal-Zeitdiagramm zeigt den Normalfall, d. h. die' Ein- 
gangsspannung U e i, U e 2 ist kleiner oder hochstens gleich 
der Abschaltschwellenspannung Uab- In diesem Normalfall 
verhalt sich die Schaltung so, daB die beiden Eingange el, 

35 e2 jeweils niederohmig, d. h. annahemd direkt mit den Aus- 
gangen al, a2 der Schaltung verbunden sind. 

Das in Fig. 3 ebenfalls in Form eines Oszillogramms und 
im gleichen MaBstab gezeigte Signal-Zeitdiagramm zeigt 
einen Zustand, wo die Uberspannungsschutzschaltung, d. h. 

40 die Erkennungsvorrichtung, bereits einen Uberspannungs- 
zustand einer der Eingangsspannungen U e i, U e 2 erkannt hat 
und die beiden MOS-Feldeffekttransistoren T2, T3 der 
Schaltvorrichtung 2 hochohmig geschaltet worden sind (U e 
>U AB ). 

45 Desgleichen zeigt Fig. 4 in Form eines Oszillogramms 
und im gleichen MaBstab wie der der vorangehenden Fig. 2 
und 3 einen Uberspannungszustand, wobei mindestens eine 
der Eingangsspannungen U e i, U e 2 die Abschaltschwellen- 
spannung erhebiich uberschreitet. 

50 Bei dem den Fig. 2 bis 4 zugrundeiiegenden Experiment 
lag im betrachteten Zeitintervall zunachst in Fig. 2 der Spit- 
zenwert von U e i, U e 2 bei etwa 5 V und Uab bei annahernd 
12V; dann lag in Fig. 3 der Spitzenwert der Eingangsspan- 
nungen U c i, U C 2 bei etwa 13V; die Abschaltschwellenspan- 

55 nung Uab betrug wie in Fig. 2 ca. 12V; schlieBlich hatte in 
Fig. 4 im betrachteten Zeitintervall der Spitzenwert der Ein- 
gangsspannung U e i, U e 2 etwa 24V. Die Abschaltschwellen- 
spannung lag unverandert bei 12 V. Die in Form eines Oszil- 
logramms in den Fig. 2 bis 4 gezeigten Signal-Zeitdia- 

60 gramme zeigen, daB die in Fig. 1 dargestellte erfindungsge- 
maBe Uberspannungsschutzschaltung praktisch verzoge- 
rungsfrei reagierte und daB nur noch schmale Schaltspitzen 
jeweils zu Beginn und Ende jedes der Uberspannungsim- 
pulse auftraten. Solche Schaltspitzen konnen leicht durch 

65 einfache TlefpaBfilter ausgesiebt werden. 

Die in Fig. 1 gezeigte Schaltung kann durch die Dimen- 
sionierung ihrer Bauelemente in einfacher Weise zur Uber- 
spannungsiiberwachung und zum Uberspannungsschutz ei- 
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ner SAE-Diagnoseschnittstelle nach SAE J 1708 ausgelegt 
werden. 

Wie beschrieben, ist die in Fig, 1 dargestellte bevorzugte 
Ausfiihrungsform der erfindungsgemafien Uberspannungs- 
schutzschaltung fur den kombinierten Schutz zweier Signal- 5 
leitungen ausgelegt. Dabei ist die Uberspannungserken- 
nungsvorrichtung gemeinsam, so daB beim Auftreten einer 
Uberspannungssituation an einer oder auch an beiden Ein- 
gangsleitungen beide MOS-Feldeffekttransistoren T2, T3 
hochohmig werden. Selbstverstandlich laBt sich mit dem er- 10 
findungsgemaBen Schaltungsprinzip auch eine Uberspan- 
nungsschutzsehaltung separat fiir jede Leitung realisieren. 
Ferner lassen sich auch mehr als zwei Signalleitungen kom- 
binieren, um mit Hilfe einer erfindungsgemaBen Uberspan- 
nungsschutzschaltung vor Uberspannungssituationen ge- 15 
schiitzt zu werden. 

Die oben beschriebene erfindungsgemaBe Uberspan- 
nungsschutzschaltung hat insbesondere folgende Vorteile: 

- Der Einsatz von Feldeffekttransistoren ais Analog- 20 
schalter laBt es zu, daB Signale in beiden Richtungen 
geleitet werden; 

- die Schaltung laBt sich einfach und kostengiinsgig 
realisieren; 

- die Eingangssignale konnen leistungslos begrenzt 25 
werden; 

- die Uberspannungsschutzschaltung laBt sich an ver- 
schiedene Abschaltpegel durch Anpassung der Bauele- 
rnentewerte anpassen, beispielsweise durch Bestiik- 
kungsanderung; 30 

- die Schaltung hat keine Ruckwirkung auf einen mit 
einer SAE-Schnittstelle verbundenen Diagnosebus; 

- die erfindungsgemaB verwendeten Feldeffekttransi- 
storen stellen im Normalfall, d. h. wenn keine Uber- 
spannung auftritt, eine niederohmige Verbindung zwi- 35 
schen Eingang und Ausgang der Schaltung her; 

- der Uberspannungsabschaltpfad (Tl) kann zusatz- 
lich fur Uberwachungszwecke der Schnittstelle dienen. 

40 

Patentanspruche 

1. Uberspannungsschutzschaltung, insbesondere fiir 
Eingange integrierter Schaltungen, mit 

einer Oberspannungserkennungsvorrichtung (i), die 45 
eine positive oder negative Uberspannungsbedingung 
mindestens einer Eingangsleitung (el-al, e2-a2) er- 
kennt, und 

einer von der Uberspannungserkennungsvorrichtung 
(1) aktivierten Schaltvorrichtung (2), die im aktivierten 50 
Zustand die Eingangsleitung (el-al, e2~a2) unter- 
bricht, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Uberspannungserkennungsvorrichtung (1) einen 
Schwellwertschalter (Rl, R2, Tl) aufweist, der auf- 
grund einer vorbestimmten Abschaltschwellenspan- 55 
nung (Uab) die Schaltvorrichtung (2) aktiviert, wenn 
das bzw. die Eingangssignal(e) (Uel, Ue2) diese 
Schwellenspannung uberschreitet bzw. iiberschreiten, 
und 

die Schaltvorrichtung (2) einen in Reihe mit der Ein- 60 
gangsleitung (el-al, e2-a2) verbundenen Analogschal- 
ter (T2, T3) aufweist, der, wenn er aktiviert ist, hochoh- 
migen Zustand annimmt. 

2. Uberspannungsschutzschaltung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie gegen positive Uber- 65 
spannungen schutzt und daB die Abschaltschwellen- 
spannung einen positiven Pegel hat. 

3. Uberspannungsschutzschaltung nach Anspruch 1 



und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Uberspan- 
nungserkennungsvorrichtung (1) den momentanen 
Spitzenwert der Eingangsspannung(en) (Uel, Ue2) er- 
kennt. 

4. Uberspannungsschutzschaltung nach einem der 
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Uberspannungserkennungsvorrichtung (1) zur 
Erzeugung der Schwellenspannung eine zenerdiode 
(D3) und einen nachgeschalteten Transistor (Tl) als 
Schwellwertschalter aufweist. 

5. Uberspannungsschutzschaltung nach einem der 
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Schwellwertschalter die Abschaltschwellen- 
spannung (Uab) aufgrund einer stabilisierten Ver- 
gleichsspannung (Ubatt) erzeugt. 

6. Uberspannungsschutzschaltung nach einem der 
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Analogschalter der Schaltvorrichtung (2) einen 
Feldeffekttransistor (T2, T3) aufweist, dessen Gate- 
AnschluB mit dem aktivierenden Ausgang des 
Schwellwertschalters, dessen Drain-AnschluB direkt 
mit dem EingangsanschluB (el, e2) und dessen Source- 
AnschluB direkt mit dem AusgangsanschluB (al, a2) 
der Uberspannungsschutzschaltung verbunden sind. 

7. Uberspannungsschutzschaltung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Schutzdiode (D5, 
D6) zwischen dem Gate- und Source- AnschluB des 
Feldeffekttransistors (T2, T3) verbunden ist, um diesen 
vor zu hoher Gate-Source Spannung zu schutzen. 

8. Uberspannungsschutzschaltung nach einem der 
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie zur Uberwachung zweier Eingangsleitungen 
(el-al, e2-a2) ausgelegt ist und dazu zwei Feldeffekt- 
transistoren (T2, T3) aufweist, deren Gate- AnschluB 
jeweils gemeinsam mit dem aktivierenden Ausgang 
des gemeinsamen Schwellwertschalters, deren Drain- 
AnschluB jeweils direkt mit einem EingangsanschluB 
(el, e2) und deren Source- AnschluB jeweils direkt mit 
einem AusgangsanschluB (al, a2) der Uberspannungs- 
schutzschaltung verbunden sind, und 

daB der gemeinsamen Uberspannungserkennungsvor- 
richtung (1) eine die momentanen Spannungsspitzen- 
werte an den beiden Eingangsanschliissen (el, e2) 
kombinierende Verkniipfungsschaltung vorgeschaltet 
ist. 

9. Uberspannungsschutzschaltung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Verkniipfungsschal- 
tung zwischen den beiden Eingangsleitungen (el, e2) 
zwei gegenpolig miteinander verbundene, in Reihe ge- 
schaltete Dioden (Dl, D2) aufweist, die mit ihrem ge- 
meinsamen Verbindungspunkt mit der Zenerdiode 
(D3) der Uberspannungserkennungsvorrichtung (1) 
verbunden sind. 

10. Anwendung der Uberspannungsschutzschaltung 
zur Uberwachung und zum Schutz einer Diagnose- 
schnittstelle nach SAE J 1708. 
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